
43 THｚエレクトロニクスに向けた高電子移動度結晶成長技術
～InGaAs/InAsコンポジットチャネルHEMT構造のMOVPE成長～

本技術を用いて、素子構造の微細化・最適化を進
め、動作周波数が1THzに迫る超高速トランジスタ
やTHz帯高性能増幅器ICの実現を目指していま
す。また、低コストなウエハ製造技術により、将来
のTHｚエレクトロニクスを用いた様々なアプリケー
ションの普及が期待されます。

HEMTの高速化のためには、電子が走行するチャネ
ルの高移動度化が求められます。我々は、極めて高
い電子移動度が実現可能なInGaAs/InAsコンポジッ
トチャネルHEMT構造を、量産性に優れた有機金属
気相成長法(MOVPE: Metal-Organic Vapor-Phase
Epitaxy)によって作製する事に初めて成功しました。

可視光と電波の中間の波長帯にあるTHz帯は、大容
量無線通信システムや、安全用途のイメージングデ
バイス等への利用が注目される波長帯です。高速
性・低雑音性に優れたInP系高電子移動度トランジス
タ(HEMT: High Electron Mobility Transistor)は、THｚ
帯の信号を自由に操るデバイスとして期待されてお
り、動作速度の向上が強く求められています。
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InP系HEMT構造で世界最高レベルの
チャネル電子移動度を実現

InGaAs channel

InAs  channel

InGaAs channel
InAlAs buffer

InP substrate

InAlAs spacer

InAlAs barrier

InP etching stopper

Gate DrainSource

InAs

InGaAs

InGaAs

InAlAs

InAlAs

C. B.V. B.

3 nm

Average contrast
profile

電子をInAsに閉じ込めて
高移動度化

（青線：電子濃度）

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

M
ob

ili
ty

 (c
m

2 V-1
s-1

)

Sheet Carrier Concentration Ns ( x1012 cm-2)

室温

●： This work
△： Literature

InP基板に対する格子不整合が大きい（約３．２％）、
InAsを含むコンポジットチャネル層の成長を、量産
性に優れたMOVPE法で初めて実現


